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(57) Abstract: The invention relates to a method for local high-doping and 
contacting of a semiconductor structure which comprises a solar cell or a 
precursor of a solar cell and has a silicon semiconductor substrate (1) of a 
base doping type. The high-doping and contacting is effected by producing 
a plurality of local high-doping regions of the base doping type in the se­
miconductor substrate (1) on a contacting side (1 a) of the semiconductor 
substrate and applying a metal contacting layer (7) to the contacting side 
(la) or, if applicable, one or more intermediate layers wholly or partially 
covering the contacting side (1 a), to form electrically conductive connec­
tions between the metal contacting layer (7) and the semiconductor sub­
strate (1) at the high doping regions. It is important that the method com­
prises the following steps: A) producing a layer structure covering the con­
tacting side (1 a) of the semiconductor substrate, comprising a doping 
layer (3), which contains a dopant of the base doping type and is in the 
form of a layer of amorphous silicon or a layer of amorphous silicon carbi­
de having a carbon content less than 10 at.% and a reflective layer (4), 
which at least in the wavelength range between 800 nm and 1200 nm is 
constructed with a refractive index nR smaller than the refractive index TIHs 
of the semiconductor substrate, wherein the doping layer (3) lying in the 
layer sequence closer to the contacting side (1 a) is constructed as the re­
flective layer (4); B) local heating of layer structure and the surface lying 
thereunder of the semiconductor substrate at a plurality of zones to form 
local high-doping regions, wherein the local heating is effected such that at 
each of the locally heated regions a melt mixture of at least the doping 
layer (3) and a portion of the semiconductor substrate is formed locally on 
the contacting side (1 a), and on solidification of the melt mixture a high 
doping region (6) more strongly doped by at least the dopant of the doping 
layer (3) is formed in the semiconductor substrate (1) on the contacting 
side (1 a), and applying a metal contacting layer (7) to form an electrically 

conductive connection between semiconductor substrate (1) and contacting layer (7) at the high-doping regions. 

(57) Zusammenfassung: 
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur lokalen Hochdotierung und Kontaktierung einer Halbleiterstruktur, welche eine Solarzel-
le oder eine Vorstufe einer Solarzelle ist und ein Silizium-Halbleitersubstrat (1) eines Basisdotierungstyps umfasst, wobei die 
Hochdotierung und Kontaktierung erfolgt durch Erzeugen mehrerer lokaler Hochdotierungsbereiche des Basisdotierungstyps in 
dem Halbleitersubstrat (1) an einer Kontaktierungsseite (1 a) des Halbleitersubstrates und Aufbringen einer metallischen Kontak-
tierungsschicht (7) auf die Kontaktierungsseite (1 a) oder gegebenenfalls eine oder mehrere die Kontaktierungsseite (1 a) ganz 
oder teilweise bedeckende Zwischenschichten, zur Ausbildung elektrisch leitender Verbindungen zwischen der metallischen Kon-
taktierungsschicht (7) und dem Halbleitersubstrat (1) an den Hochdotierungsbereichen. Wesentlich ist, dass das Verfahren folgen-
de Verfahrensschritte umfasst: A Erzeugen einer die Kontaktierungsseite (1 a) des Halbleitersubstrates bedeckende Schichtstruk­
tur, umfassend - eine Dotierschicht (3), welche einen Dotierstoff des Basisdotierungstyps enthalt und ausgebildet wird als Schicht 
aus amorphem Silizium oder als Schicht aus amorphem Siliziumcarbid mit einem Kohlenstoffgehalt kleiner 10 at% und eine Re­
flexionsschicht (4), welche zumindest in dem Wellenlangenbereich zwischen 800 nm und 1200 nm mit einem Brechungsindex nR 
kleiner dem Brechungsindex n-Hs des Halbleitersubstrates ausgebildet wird, wobei die Dotierschicht (3) in der Schichtabfolge na-
her an der Kontaktierungsseite (la) liegend als die Reflexionsschicht (4) ausgebildet wird, B lokales Erhitzen der Schichtstruktur 
und der darunter liegenden Oberflache des Halbleitersubstrates an mehreren Zonen zur Ausbildung von lokalen Hochdotierungs­
bereichen, wobei die lokale Erhitzung derart erfolgt, dass sich an den lokal erhitzten Bereichen jeweils lokal eine Schmelzmi-
schung aus zumindest der Dotierschicht (3) und einem Teilbereich des Halbleitersubstrates an der Kontaktierungsseite (1 a) aus-
bildet und sich bei Erstarren der Schmelzmischung ein durch zumindest den Dotierstoff der Dotierschicht (3) starker dotierter 
Hochdotierungsbereich (6) in dem Halbleitersubstrat (1 ) an der Kontaktierungsseite (1 a) ausbildet und Aufbringen einer metalli­
schen Kontaktierungsschicht (7), zur Ausbildung einer elektrisch leitenden Verbindung zwischen Halbleitersubstrat (1) und Kon-
taktierungsschicht (7) an den Hochdotierungsbereichen. 


